
NI900B12E6K7
1200V 900A 第7代沟槽栅/场终止IGBT 模块, E6+封装, 内置第七代续流二极管及NTC 
1200V 900A Module with 7th Trench Gate/Field Stop IGBT, E6+ Package, with 7th FWD and NTC

特点 Features

应用 Applications

最大额定值Maximum Rated Values
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• 大功率变流器
High power converters

参数 Parameter 符号 Symbol 条件 Condition 数值 Value 单位 Unit

集电极-发射极电压 Collector-emitter voltage VCES VGE=0V, Tvj=25°C 1200 V

集电极电流 DC collector current IC TC=110°C, Tvj max=175°C 900 A

集电极峰值电流 Peak collector current ICM tp=1ms 1800 A

栅极-发射极峰值电压Gate-emitter peak voltage VGES ±20 V

总功率损耗 Total power dissipation Ptot TC=25°C, Tvj max=175°C 5550 W

反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage VRRM Tvj=25°C 1200 V

连续正向直流电流 Continuous DC forward current IF 900 A

正向重复峰值电流 Repetitive peak forward current IFRM tp=1ms 1800 A

I2t-值 I2t-value I2t VR=0V, tp=10ms, Tvj=125°C TBD A2s

IGBT短路耐量 IGBT short circuit withstand time tpsc 6 μs

最高结温Maximum junction temperature Tvj max 175 °C

工作结温Operating junction temperature Tvj op -40~175 °C

存储温度 Storage temperature Tstg -40~125 °C

• VCEsat正温度系数
VCEsat with Positive Temperature Coefficient

• 1200V 沟槽栅及场截止结构
1200V Trench Gate & Field Stop Structure

• 集成温度传感器
Integrated Temperature Sensor
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• 电机传动
Motor Drives

• 伺服驱动
Servo Drives

• UPS系统
UPS Systems

• 标准封装
Standard Housing

• 绝缘基板
Isolated Base Plate

• 高功率密度
High Power Density

• PressFIT 压接技术
PressFIT contact technology



IGBT特征值 IGBT Characteristics Values*1 (Tvj=25°C unless otherwise noted)

参数
Parameter

符号
Symbol

条件
Condition

数值 Value 单位
UnitMin. Typ. Max.

集电极-发射极饱和电压
Collector-emitter saturation voltage

VCE sat IC=900A, VGE=15V

Tvj=25°C 1.80

V
Tvj=125°C 2.10

Tvj=175°C 2.25

栅极-发射极阈值电压
Gate-emitter threshold voltage

VGE th IC=18mA, VCE=VGE 5.8 V

集电极-发射极截止电流
Collector-emitter cut-off current

ICES VCE=1200V, VGE=0V 1 mA

栅极-发射极漏电流
Gate-emitter leakage current

IGES VCE=0V, VGE=±20V -100 100 nA

内置栅极电阻
Internal gate resistance

RG int 0.8 Ω

栅极电荷
Gate charge 

QG VGE=-15V~+15V 9.8 μC

输入电容
Input capacitance

Cies

f=100kHz, Tvj=25°C, VCE=25V, VGE=0V

110 nF

反向传输电容
Reverse transfer capacitance

Cres 1.1 nF

开通延迟时间（电感负载）
Turn-on delay time, inductive load

td on

IC=900A,
VCE=600V, 
VGE=±15V,
RGon=0.5Ω,
RGoff=0.5Ω,
开通di/dt=3500A/μs
(Tvj=175°C),
关断dv/dt=3800V/μs
(Tvj=175°C),
Inductive Load

Tvj=25°C 230

nsTvj=125°C 240

Tvj=175°C 270

上升时间（电感负载）
Rise time, inductive load

tr

Tvj=25°C 165

nsTvj=125°C 185

Tvj=175°C 210

关断延迟时间（电感负载）
Turn-off delay time, inductive load

td off

Tvj=25°C 560

nsTvj=125°C 605

Tvj=175°C 630

下降时间（电感负载）
Fall time, inductive load

tf

Tvj=25°C 130

nsTvj=125°C 240

Tvj=175°C 260

开通损耗（每脉冲）
Turn-on energy loss per pulse

Eon

Tvj=25°C 165

mJTvj=125°C 195

Tvj=175°C 225

关断损耗（每脉冲）
Turn-off energy loss per pulse

Eoff

Tvj=25°C 85

mJTvj=125°C 110

Tvj=175°C 120

短路电流
Short circuit current

ISC

VGE≤15V, VCC=800V, tpsc≤6us, Tvj=175°C
VCEmax=VCES-LsCE ·di/dt

3300 A
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*1 IGBT特征值遵从IEC 60747-9。

2/9



二极管特征值 Diode Characteristics Values*2

参数
Parameter

符号
Symbol

条件
Condition

数值 Value 单位
UnitMin. Typ. Max.

正向电压
Forward voltage

VF IF=900A

Tvj=25°C 2.10

VTvj=125°C 2.30

Tvj=175°C 2.30

反向恢复峰值电流
Peak reverse recovery current

IRM

IF=900A,
VR=600V,
diF/dt=-3500A/μs
（Tvj=175℃）,
VGE=-15V,
Inductive Load

Tvj=25°C 260

ATvj=125°C 270

Tvj=175°C 315

反向电荷
Reverse charge

Qrr

Tvj=25°C 55

μCTvj=125°C 80

Tvj=175°C 110

反向恢复损耗
Reverse recovery energy loss

Erec

Tvj=25°C 11

mJTvj=125°C 21

Tvj=175°C 33
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负温度系数热敏电阻 NTC-Thermistor

参数
Parameter

符号
Symbol

条件
Condition

数值 Value 单位
Unit

Min. Typ. Max.

额定电阻
Rated resistance

R25 TNTC=25°C 5 kΩ

耗散功率
Power dissipation

P25 TNTC=25°C 10 mW

B-值
B-value

B25/50 R2=R25exp[B25/50(1/T2-1/(298,15K))] 3375 K
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*2 二极管特征值遵从IEC 60747-2。
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封装特性 Package Properties*3
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*3 封装特性遵从IEC 60747-15

参数
Parameter

符号
Symbol

条件
Condition

数值 Value 单位
UnitMin. Typ. Max.

IGBT 结-壳热阻
IGBT thermal resistance: junction to case

Rth JC 每个IGBT/per IGBT 0.027 K/W

二极管结-壳热阻
Diode thermal resistance: junction to case

Rth JC 每个二极管/per diode 0.046 K/W

IGBT接触热阻
IGBT thermal resistance: case to heatsink

Rth CH

每个IGBT/per IGBT
硅脂导热系数λgrease=1W/(m•K)

0.029 K/W

二极管接触热阻
Diode thermal resistance: case to heatsink

Rth CH

每个二极管/per diode
硅脂导热系数λgrease=1W/(m•K)

0.036 K/W

绝缘耐压
Isolation voltage

Visol RMS, f=50Hz, t=60s 3.4 kV

爬电距离
Creepage distance

dcr

端子到散热器
Terminal to heatsink

14 mm

端子到端子
Terminal to terminal

15.4 mm

电气间隙
Clearance distance

dcl

端子到散热器
Terminal to heatsink

12.5 mm

端子到端子
Terminal to terminal

10 mm

相对漏电起痕指数
Comparative tracking index

CTI >200

模块寄生电感
Module stray inductance

LsCE 每个桥臂/per switch 25 nH

模块引线内阻
Module lead resistance, terminal to chip

RCC’+EE’ 每个桥臂/per switch, TC=25°C 1.1 mΩ

安装扭矩
Mounting torques

M

基板至散热器
Baseplate to heatsink, M5

3.0 6.0 Nm

功率端子安装
Power terminal, M6

3.0 6.0 Nm

模块重量
Module weight

G 345 g
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输出特性 IGBT
Output Characteristic IGBT
IC=f(VCE), VGE=15V

输出特性 IGBT
Output Characteristic IGBT
Ic=f(VCE), Tvj=175°C

传输特性 IGBT
Transfer Characteristic IGBT
IC=f(VGE), VCE=20V

开关损耗 IGBT
Switching Losses IGBT
E=f(IC), VGE=±15V, RGon=RGoff=0.5Ω, VCE=600V
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正向特性 FRD
Forward Characteristic FRD
IF=f(VF)
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开关损耗 IGBT
Switching Losses IGBT
E=f(RG), VGE=±15V, IC=900A, VCE=600V

反偏安全工作区 IGBT
Reverse Bias Safe Operating Area IGBT
VGE=±15V, RGoff=0.5Ω, Tvj=175°C

开关损耗 Diode
Switching Losses Diode
Erec=f(IF), RGon=0.5Ω, VCE=600V
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开关损耗 Diode
Switching Losses Diode
Erec=f(RG), IF=900A, VCE=600V

热敏电阻温度特性曲线
NTC Temperature Characteristic

瞬态热阻抗 IGBT
Transient Thermal Impedance IGBT
ZthJC=f(t)

瞬态热阻抗二极管
Transient Thermal Impedance Diode
ZthJC=f(t)
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电路图 Circuit Diagram

外形尺寸 Outline Drawing
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重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应当被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量

保证）。南瑞半导体对于本文档中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何

关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不

侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行本文档所载明的义务和客户遵守适

用于客户产品以及与客户对于南瑞半导体产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对

产品是否适宜于其预期的应用自行评估。

如需产品、技术、交付条款和条件以及价格等进一步信息，请联系南京南瑞半导体有

限公司。

警告事项

由于技术所需，产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请联系南京南瑞

半导体有限公司。
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